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1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor- d) uchwyty fotorezystora i Zrédia powinny umozliwiaé’
my jest metoda pomiaru charakterystyki katowej  czutosci ustawienie fotorezystora i Zrédia w osi optycznej i umoz-
w zakresie 7® rad. liwi¢ zmiane mocy promieniowania padajgcego na fotorezys-
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2. Uklad pomiarowy - wg rysunku. tor bez zmiany parametréw zasilania, a takze zmiane kata

padania promieniowania modulowanego w stosunku do po-
wierzchni fotoczutej;

e) modul impedancji wejéciowej mikrowoltomierza se-

8 I lektywnego z przedwzmacniaczem powinien byé nie mniej-
3 " szy niz 10-krotna warto$é maksymalnej rezystancji obcig-
zenia;
Q! +
7 8 niaczem nie powinno byé wieksze niz 1/10 wartoéci czesto-

tliwoséci modulaciji;

g) napiecie szuméw wejsciowych mikrowoltomierza se-
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I f) pasmo przenoszenia mikrowoltomierza z przedwzmmac-
|
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lektywnego z przedwzmacniaczem powinno by¢é  mniejsze

2 _—
- S SN, niz 1/5 naviecia szumdéw fotorezystora; !
BN-83/3375-02,04] h) ].InlOWOéc \\Bkazaﬁ uktadu pom1arweg° dla sinusoi-
ﬂ ﬂ . ' -
-7 0 +.E. dalnych napigé wejéciowych powinna by¢ lepsza niz %1 %.

4. Kolejnoéé czynnoséci przy pomiarze

a) wlqczyé zasilanie Zrdédla promieniowania i ustawié

1 - Zrdédlo promieniowania, 2 - silnik modulatora, 3 - prze-
slona, 4 - tarcza modulatora, § - fotorezystor czuly na
promieniowanie podczerwone, 6 - zasilacz fotorezystora, wstegowa ;.
7 - rezystor obcigzenia, 8 - mikrowoltomierz selektywny,
9 - komora elekirostatyczna, 108 - ruchomy uchwyt fotore- _
' zystora wierzchnig¢ czynng fotorezystora, aby stosunek sygnalu do

wymagang warto$é natgzenia pradu zasilajgcego  zaréwke

b) ustalié takg moc promieniowania padajagcego na po-

szumu byl nie wiekszy niz 1000, przy czesto$ci modulacji

1 KHz;
3. Wymagania dotyczgce elementéw ukiadu pomiarowego i

c¢) zmieniaé ustawienie uchwytu fotorezystora czulego
a) jezeli w normie przedmiotowej nie podanc inaczej . ' :
'] i : € = na promieniowanie podczerwone co 0,0872 rad (150) w za-
temperatura otoczenia (tgmp) powinna byé réwna 293 2 K woenlskaiy B 08 weibe siasaiide sl A g

(20%2 5 » Przy wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz
75 %;

b) Zrédio promieniowania ( zaréwka wstegowa) oraz sil-

wierzchni fotoczulej i odczytaé napiecie sygnatu (Ug) z
mikrowoltomierza selektywnego;

d) wyznaczyé czutodé (8§) fotiorezystora dla okre$lone-

nik modulatora zasilaé zgodnie z warunkami podanymi w .
Co " go kata padania promieniowania w stosunku do normalnej

metryce Zrdédia i silnika;
e ’ do powierzchni fotoczulej wg wzoru

c) napigcie szumdw zasilacza fotorezystora czulego na

promieniowanie podczerwone powinno byé mniejsze niz10 % S = U,
wartoéci napiecia szuméw fotorezystora; P
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w ktérym: 3. Wnrun‘ki'pomiaru. Norma przedmioctowa powinna o-
U. - napiecie sygnatu, : kres$laé: ) |
P . moc promieniowania padajgcego na _ powierzchnig a) temperature barwowa zaréwki wstegowej,
fotoczula; b) wartoéé napiecia zasilania fotorezystora czulego na
e) z zaleznodci czutodci (S) od kqta padania  promie- promieniowanie podczerwone, '
niowania, wyznaczy< kat potéwkowy promieniowania (GHP M. c) kat potéwkowy promieniowania GH pe
KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyjne Centrum Péiprzewodnikéw - Zaklad Produkcji Podzespoiéw

Elektronicznych w Toruniu.
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2. Autorzy projektu normy - mgr Bolestaw Mirowski i mgr Janusz Pawlak - Naukowo-Produkcyjne Centrum Péiprzewod-

" nikéw - Zakitad Produkcji Podzespotéw Elektronicznych w Toruniu.



